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본  플 스틱 재질  ; 상    상에 는 간 막;  상  간 막 상에 는

Si-DLC(Si-incorporated Diamond Like Carbon) 막;  포함하는 Si-DLC 막  갖는 식   그  

에 한 것 다. 본 에 르 , 에 지가 낮고 다공질  플 스틱 재질  에 Si-DLC 막  짐

없  안  착할 수 어,  산 차단   우수한 계  특  할 수 는 Si-DLC 막  갖는

식   그   공할 수 다.
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청

청 항 1 

폴리프 필 (PP) 재질  ; 

상    상에  실리 (Si) 재질  간 막; 

상  간 막 상에 는 Si-DLC(Si-incorporated Diamond Like Carbon) 막;  포함하는 Si-DLC 막

갖는 식 .  

청 항 2 

1항에 어 , 상   , 

상  간 막과  착  향상  해, 플 마 처리  것  특징  하는 Si-DLC 막  갖는 식 .

청 항 3 

2항에 어 , 

상    아르곤(Ar)  하여 플 마 처리

Si-DLC 막  갖는 식 .

청 항 4 

1항에 어 , 

상  는 다공질 를 갖는

Si-DLC 막  갖는 식 .

청 항 5 

폴리프 필 (PP) 재질  를 비하는 단계; 

상    플 마 처리하는 단계; 

상    상에 실리 (Si) 재질  간 막  착 하는 단계; 

상  간 막 상에 Si-DLC(Si-incorporated Diamond Like Carbon) 막  착 하는 단계; 

를 포함하는 Si-DLC 막  갖는 식  .

청 항 6 

5항에 어 , 상  플 마 처리하는 단계는, 

아르곤(Ar)  하여 플 마 처리하는 것  특징  하는 Si-DLC 막  갖는 식  .

청 항 7 

5항에 어 , 

상  Si-DLC 막  하는 단계는,

C6H6과 SiH4  합 체를 0.2 내지 0.6  량비(C6H6/SiH4)  사 하는

Si-DLC 막  갖는 식  .

청 항 8 
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5항에 어 , 

상  플 마 처리하는 단계는, 

상  가  RF-CVD 비  챔  내에 진공 상태를 하는 단계;

상  진공 상태가  상  챔  내에 아르곤 체를 시키는 단계; 

상  비에 RF- 워를 가하여 플 마를 함 , 상  챔  내에 체  압 차 가 생하여 아

르곤  상    하고, 상  아르곤  운동 에 지가 상    달 는

단계를 포함하는

Si-DLC 막  갖는 식  .

청 항 9 

5항에 어 , 상  간 막  착 하는 단계  상  Si-DLC 막  하는 단계는, 

플 마 학 상 착 (Plasma Chemical Vapor Deposition)  통해 진행 는 것  특징  하는 Si-DLC

막  갖는 식  .

 

 술  야

본  Si-DLC 막  갖는 식   그  에 한 것 , 보다 상 하게는 에 지가 낮고[0001]

다공질  플 스틱 재질  에 Si-DLC 막  짐없  안  착할 수 어,  산 차단   우

수한 계  특  할 수 는 Si-DLC 막  갖는 식   그  에 한 것 다.

 경  술

상하  쉬운 식 들   보 하  하여, 식 에 산 차단능  갖게 하는 것  매우 한 다. [0002]

플 스틱 재질  식 는 한 가격과 량생산   큰  가지고 나, 플 스틱 특[0003]

특징  다공질 에 해 산 차단  격  어지는 단  가지고 다. 

를 해결하  해 플 마 식  하여 막  플 스틱 식 에 하는 술  연 어 다. [0004]

러한 막 에  DLC(Diamond Like Carbon)는  산 차단  가질 뿐 아니  계  특 (마찰, 마 )[0005]

우수하여, 에 한 연 가  진행 어 다. 

하지만  DLC  막    에 지는  DLC  막   수  는  재를  폴리에틸 프탈 트[0006]

(polyethylene terephthalate, PET)  같  비  에 지(0.031~0.047 N/m, Accu dyne test)가  플

스틱에만  한 도  하 다.  다시  말해,  폴리프 필 (polypropylene,  PP)과  같  에 지(0.023~0.038

N/m, Accu dyne test)가 낮  플 스틱에 는 DLC 막  안  착 어 지 못하여  산 차단

얻  수 없게 다. 

러한 에는 PET 보다  다공  PP  특징도 향  미  것  알  다. [참고 헌: N. Inagaki, et[0007]

al., Journal of Applied Polymer Science 78 (2000) 2389-2397.] 

결과  PET에 는  에 착 는 막  께를 가시킬수  산 차단  가 는 특징  보 는[0008]

에  해,  PP에 는   에  착  막  께를  가시 도  산 차단  향상 지  않는  습

보여 다. [참고 헌: D.S. Finch, et al., Packaging Technology and Science 9 (1996) 73-85.] 

것  PP  에 착  막  PP  낮  에 지  다공질 에 해 PP  에  어 지 못하[0009]

여, 겨지거나 지게 는 것  미한다. 

러한  하여, 플 마 식에 해 막  PP에 하여 산 차단  가한  나  수 없었[0010]

다. 하지만 PP는 PET 등과 같  다른 플 스틱 재에 비해 가격 경쟁 , 내열 , 경 르몬에 한 안 과

같   가지 에, 향상  산 차단  비하여 식 에 었  경우 큰 경  가 가 상 는

재 다. 
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 내

해결하 는 과

상술한  해결하  해 안  본   에 지가 낮고 다공질  플 스틱 재질  에[0011]

Si-DLC 막  짐없  안  착할 수 어,  산 차단   우수한 계  특  할 수 는

Si-DLC 막  갖는 식   그   공하  한 것 다.

과  해결 수단

상 한  같   달 하  한 본  특징에 르 , 본  Si-DLC 막  갖는 식 는[0012]

플 스틱 재질  , 상    상에 는 간 막  상  간 막 상에 는 Si-DLC(Si-

incorporated Diamond Like Carbon) 막  포함한다.

또한, 상   , 상  간 막과  착  향상  해, 플 마 처리  것  특징  한다.[0013]

또한, 상  는, 폴리프 필 (PP)   것  특징  한다.[0014]

또한, 상  간 막 , 실리 (Si)   것  특징  한다.[0015]

본  Si-DLC 막  갖는 식   플 스틱 재질  를 비하는 단계, 상   [0016]

 플 마 처리하는 단계, 상    상에 간 막  착 하는 단계  상  간 막 상에

Si-DLC(Si-incorporated Diamond Like Carbon) 막  착 하는 단계를 포함한다.

또한, 상  플 마 처리하는 단계는, 아르곤(Ar)  하여 플 마 처리하는 것  특징  한다.[0017]

또한, 상  는, 폴리프 필 (PP)   것  특징  한다.[0018]

또한, 상  간 막 , 실리 (Si)   것  특징  한다.[0019]

또한, 상  간 막  착 하는 단계  상  Si-DLC 막  하는 단계는, 플 마 학 상 착[0020]

(Plasma Chemical Vapor Deposition)  통해 진행 는 것  특징  한다.

 과

상 살펴본  같  본 에 르 , 에 지가 낮고 다공질  플 스틱 재질  에 Si-DLC 막[0021]

짐없  안  착할 수 어,  산 차단   우수한 계  특  할 수 는 Si-DLC 막

갖는 식   그   공할 수 다.

도  간단한 

도 1  본  실시 에 한 식 를 나타낸 도 다. [0022]

도 2는 본  실시 에 한 식   나타낸 도 다. 

 실시하  한 체  내

타 실시 들  체  사항들  상 한   도 들에 포함 어 다.[0023]

본    특징, 그리고 그것들  달 하는  첨 는 도 과 함께 상 하게 후술 어 는 실시[0024]

들  참 하  해질 것 다. 그러나 본  하에  개시 는 실시 들에 한 는 것  아니  

다른 다양한 태   수 , 단지 본 실시 들  본  개시가 하도  하고, 본  하

는 술 야에  통상  지식  가진 에게  주를 하게 알 주  해 공 는 것 , 본 

 청 항  주에 해  뿐 다.  체에 걸쳐 동  참  는 동   를 지 한다.

하, 본  실시 들  를 하  한 도 들  참고하여 본  실시 에 한 Si-DLC 막[0025]

갖는 식   그  에 해 하도  한다.

도 1  본  실시 에 한 식 를 나타낸 도 다. 특 , 도 1   편 를 하여 식[0026]

단  도시하 다. 

도 1  참 하 , 본  실시 에 한 Si-DLC 막  갖는 식 (1, 하 '식 '  지 함)는 [0027]
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(10), 간 막(20), Si-DLC(Si-incorporated Diamond Like Carbon) 막(30)  포함한다. 

(10)는 내 에 식  담 는  수  공간  비할 수 , 플 스틱 재질  다.[0028]

 , 상  (10)가 에 지가 낮고 다공질  폴리프 필 (polypropylene, PP)과 같  재  는[0029]

것  본  취지에 합하는 것 나, 폴리프 필 (PP) 보다 에 지가  낮거나 다공질  다른 플 스

틱 재   수도 , 폴리에틸 프탈 트(polyethylene terephthalate, PET)과 같  에

지가  플 스틱 재   수도 다. 

간 막(20)  Si-DLC 막(30)  안  착  하여 (10)  (12) 상에 다. , 간[0030]

막(20)  (10)  Si-DLC 막(30) 사 에 할 수 다. 

우수한 산 차단  하  해 는 폴리프 필 (PP) 재질  (10)에  Si-DLC 막(30)  하는[0031]

것  직하지 않 , 는 폴리프 필 (PP)  낮  에 지  다공질 에 해 Si-DLC 막(30)

안  착 지 못하여, 짐 상 등  생하  다. 

또한, 간 막(20)  폴리프 필 (PP)에  착 고 Si-DLC  학   뛰어난 실리 (Si)  [0032]

는 것  직하다. 

플 마 합  헥사 틸 실 산(plasma  polymerized  HMDSO,  pp-HMDSO)  등과 같  다른 재질  간 막(2[0033]

0)  는 경우에는 Si-DLC 막(30)과 학   어  Si-DLC 막(30)  쉽게 겨지거나 질

수 고, 에  산 차단  낮아질 수  다.

 , 실리 (Si) 재질  간 막(20)  안  폴리프 필 (PP) 재질  (10)에 하  해 는,[0034]

플 마를 하여 (10)  (12)  학  변 시  주는 것  직하다. 

Si-DLC 막(30)  간 막(20) 상에 다. 상  Si-DLC 막(30)   산 차단 과 마찰, 마  등에[0035]

강한 계  특  보 한 Si-DLC  다. 

 , Si-DLC 막(30)   산 차단  가지  해 는 실리 (Si)  함 량  하다. [0036]

실리 (Si) 함 량  할 경우 실리 (Si)  Si-DLC 막(30) 내에  탄 (C)들  는 역할  하여 한[0037]

막  하지만, 실리 (Si) 함 량    경우에는 러한 과가 생하지 않 에  산 차단

 할 수 없  다. 

또한, 실리 (Si)  함 없  DLC(Diamond Like Carbon)만  사 하는 경우에는 DLC   에 지에 해[0038]

막  쉽게 겨질 수  다. 

도 2는 본  실시 에 한 식   나타낸 도 다. [0039]

도 2를 참 하 , 본  실시 에 한 식 (1)    비 단계(S100), 플 마 처리[0040]

단계(S200), 간 막 착 단계(S300), Si-DLC 막 착 단계(S400)를 포함한다.

,  비 단계(S100)에 는 플 스틱 재질  (10)를 비한다.[0041]

 , (10)는 에 지가 낮고, 다공질 특  커 Si-DLC 막(30)  직  착  어 운 폴리프 필[0042]

(PP)   것  직하다.

플 마 처리 단계(S200)에 는 간 막(20)  착하  에 (10)  에 지를 가시키  해,[0043]

(10)  (12)  플 마 처리할 수 다.

체  플 마 처리 단계(S200)를 살펴보 ,  폴리프 필 (PP) 재질  (10)를 플 마 학[0044]

상 착  수행할 수 는 RF-CVD(Radio Frequency-Chemical Vapor Deposition) 비(미도시)  챔  내에

시키고, 프 등  통하여 챔  내 진공 상태를 해 다.

그 후, 한 량  아르곤(Ar) 체를 챔  내에 시키고, RF-power를 가하여 플 마 상태를 [0045]

시킴  플 마 처리 공  수행한다.

플 마 상태가 에  챔  내에 체  압 차 (self-bias voltage)가 생하게 고, 에 [0046]

아르곤(Ar) 가 에 지를 가지고 (10)  (12)과 하게 다. , 아르곤(Ar)   운

동에 지가  (12)에 달 다. 
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에  (12)  에 지가 평 에 지보다  상태   에,  (12)  다른 질과 결함함[0047]

 에 지를 낮 고  하는 상태(  아진 상태)가 다. 

 , 플 마 처리 단계(S200)에 는 통상  플 스틱  처리에 사 는 산 (O2) 체가 아닌[0048]

아르곤(Ar) 체가 사 는 것  직하다. 

 (12)에는 Si-DLC 막(30)과 학    실리 (Si) 재질  간 막(20)  는 것[0049]

직한 , 산  플 마 처리를 수행한 경우에 비하여 아르곤 플 마 처리를 수행한 경우가 실리 (Si) 재

질  간 막(20)  욱 안  착  다. 

, 폴리프 필 (PP) 재질  (10)  (12)  아르곤 플 마 처리를 수행한 경우에는  산 차[0050]

단  갖는 에, 폴리프 필 (PP) 재질  (10)  (12)  산  플 마 처리를 수행한 경우에는

간 막(20)  쉽게 겨지거나 질 수 어 낮  산 차단  갖게 다. 

간 막 착 단계(S300)에 는 플 마 처리  (10)  (12) 상에 간 막(20)  착 할 수 [0051]

다.

간 막(20)  플 스틱 (10)  계  변  상  간 막(20) 상에 착  Si-DLC 막(30)에  [0052]

달하지 않고 수하는 역할  수행할 수 다. 

 , 간 막(20)  률(Young's modulus)  낮아 상  변  , 상  간 막(20) 상에 착[0053]

 Si-DLC 막(30)과 학    실리 (Si)  는 것  직하다. 

플 마 합  헥사 틸 실 산(pp-HMDSO) 등과 같  다른 재질  간 막(20)  는 경우에는 Si-DLC[0054]

막(30)과 학   어  Si-DLC 막(30)  쉽게 겨지거나 질 수 고, 에  산 차단

낮아지  다. 

체  간 막  착  단계(S300)를  살펴보 ,  플 마  처리  단계(S200)  진행  후   체( 를[0055]

들어, SiH4 등)를 RF-CVD 비  챔  내에 시  플 마 상태를 한다.

SiH4  같   체  플 마 에 하여, (10)  (12) 상에는 실리 (Si) 재질  간 막[0056]

(20)   수 다. 

Si-DLC 막 착 단계(S400)에 는 간 막 착 단계(S300)에   간 막(20) 상에 산  차단 능[0057]

수행하는 Si-DLC 막(30)  착 할 수 다. 

체  Si-DLC  막 착 단계(S400)를 살펴보 ,  C6H6과 SiH4  합 체를 한 량비( 를 들어,[0058]

C6H6/SiH4=0.2~0.6)  RF-CVD 비  챔  내에 시킨 후, 플 마  진행함  간 막(20) 상에

산  차단 능  수행하는 Si-DLC 막(30)  할 수 다. 

여 는  체  C6H6과 SiH4를  재하 나, Si-DLC  할 수 는 여타  체가 사[0059]

 수  하다. 

 , Si-DLC 막(30)   산 차단  가지  해 는 실리 (Si)  함 량  하다.[0060]

실리 (Si)   함 지 않았  경우에는 DLC   에 지에 하여 막  쉽게 리  수 ,[0061]

실리 (Si)  지나 게 많  함 어 는 경우에는 막  도가 감 하여  산 차단  가질 수 없

다. 

결 , 상술한 공  통하여 지 지 폴리프 필 (PP) 재질  (10)에  어 웠  DLC 재질  막[0062]

 지거나 겨지는 상  생하는 없  안  할 수 게 었고, 에   산 차단

 할 수 게 다. 

또한, 가  Si-DLC는 마찰, 마  등에 강한 계  특  매우 우수하다고 알 진 재 니만큼, 식[0063]

(1)  계  안 도  향상도 할 수 다. 

에는 고가  에틸 비닐알 (Ethylene Vinyl Alcohol, EVOH)  폴리프 필 (PP)에 합 또는 착함[0064]

 산 차단  는 식  사 하 나, 상술한 본 에 는 에틸 비닐알 (EVOH)  사 하지 않

 비  여 가격 경쟁  보할 수 다. 
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또한, 에틸 비닐알 (EVOH)  하는 식에 는 식 에 폴리프 필 (PP)  질  다량 함[0065]

어 어 재 에 어 움  나, 플 마 식  한 본  재  한  다.

본  하는 술 야  통상  지식  가진 는 본  그 술  사상 나 필수  특징  변경하[0066]

지 않고  다른 체  태  실시  수 다는 것  해할 수  것 다. 그러므  상에  술한 실

시 들  든 에  시  것  한  아닌 것  해해야만 한다. 본  는 상  상 한

보다는 후술하는 특허청  에 하여 나타내어지 , 특허청   미   그리고 그 균등

개  도 는 든 변경 또는 변  태가 본  에 포함 는 것  해 어야 한다.

 

1: 식             10: [0067]

20: 간 막           30: Si-DLC 막

도

도 1
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도 2
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